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Développement électronique tres basse consommation
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B Contexte et résultats marquants

« Electronique nomade = Utilisation + remplacement

= Réseaux de capteurs
= Capteurs implantés

-

‘ des piles
4 - cout, accés, nombre, taille...
= Rejets polluants

B Points clés

= Filiere "oxydes" a hautes performances : PZT monocristallin épitaxié sur STO/Si + électrodes 3
- Caractérisations électriques par AFM + parametres élastiques, contrainte... _
= Nouvelles architectures de résonateurs MEMS BF (50 a 200 Hz) e o ;
- Approche originale : silicium nanostructuré (Si poreux) comme matériau de structure e D . Le;ewre . P_m;::“
= Stratégie SSHI (Synchronized Switch Harvesting on Inductor) + électronique associée i_‘f AsIC coams o0
= Approche systeme : espace de conception global

SSHI : commuter les bornes électriques
du patch piézoélectrique pour
augmenter la tension. Courant en
impulsions synchrones avec les créations
de charges dues a la contrainte
mécanique, donc synchrone avec
I'oscillation mécanique. Cela influence le
ique du patch.

matériels, technologie, conception, modélisation,
électronique et fiabilité
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B Résultats (année 1)

Fig.8,

Epitaxie PZT sur templates SrTiO,/Si

+ électrode inférieure (pulvérisation) sur STO (EJM) : Pt
ou SrRuO; (SRO, pérovskite comme STO)

Poutres consoles avec masse sismique
Poutres 1000 pm x 500 pm x 10 ym + masse 1500 ym x 1500 pm x 500 pm
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Dépots (33 nm) de 200°C & 700°C sur substrats mono STO |sT01 ) //T/
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110nm.thick SRO on 10nm-thick STO-S1 (Ox1134)
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= Dépdt ensuite sur STO/Si : paramétre retenu : 620°C (préserver 5 0 0 N :E::: > I
interface STO-Si) =) SRO épitaxié : SRO [100] // STO [100] // Si 10 " " I 1) W
[110], résistivité inchangée . 1 . =
2 o w s e & 1 Modbl analyiaue o
2the () ° .
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Systéme fortement couplé : électrique «»mécanique
Modéle localisé mono-mode : schéma équivalent trans-domaine QL(T—*x Etude du coefficient de couplage (FEM)
Schéma équivalent, formes d'ondes et impédance mécanique BF U Qrng; Quelle quantité d’E avec une couche mince piezo ? Avantages avec zone en Si-p ?
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